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緒言 

アクティブスクリーンプラズマ窒化は、島根県産業技術センター 朝比奈 等、関西大学     

西本 等により、研究されてきた[1, 2]。本窒化法の優位性を高める為、我々は、アクティブ        

スクリーンプラズマのラジカル密度を測定し、窒化を行った。また、窒化の評価項目として、     

化合物層厚みが重要であるが、今回、イオンミリングと電子顕微鏡による精密評価方法を確立   

したので、報告する。 

 

実験方法・評価方法 

アクティブスクリーンプラズマ装置の概略図を、図 1 に示す。

窒化試料は、SKD61 10mm□×5mmt とした。チャンバーを減圧   

状態とし、窒素  0.22 L/min、水素  0.22 L/min を流し、           

スクリーン電力を 4.1 kWおよびバイアス電力を 0.7 kW 投入し、

試料を 525℃まで昇温し、1時間保持し、窒化処理を実施した。 

ラジカル密度測定および化合物層厚みの詳細は、当日、報告

する。 

 

実験結果 

 ナイタール腐食法による化合物層厚み観察 

結果とイオンミリング処理による化合物層厚み

観察結果を、図 2 に示す。ナイタール腐食法   

では、化合物層が減少していることが分かる。

極薄の化合物層を正確に評価するには、    

イオンミリング法が適しているという、結論

を得た。他の評価の詳細は、当日、報告する。 
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図 1 アクティブスクリーン 

プラズマ装置の概略図 

図 2 化合物層厚み観察結果 

(a) ナイタール腐食法 (b) イオンミリング法 
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